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第 1 章では，現在までのカルコパイライト型半導体および、CdSnAs 2 の研究，および表面量子化準位の
研究を概観し，本研究がこれらの分野で占める位置および本研究の目的とその意義を明らかにしている。







第 3 章では ， 2 ゾーン垂直ブリッジマン炉による CdSnAs z結品成長の実際を述べ， X線デフラクトメー
タ，ウラエ斑点の測定より求めた成長結晶の格子定数および結晶構造，室温および77Kでのホール効果
の測定より求めたキャリア密度および、電子移動度について測定方法と結果とを述べている。
第 4 章では， CdSnAs 2結晶の磁場変調法による ， 4.2Kでの 8Tまでのシュブニコフ・ド・ハース振
動の測定の実験方法と結果とを述べている。測定結果の振巾にみられるビート振動のフーリェ変換から
2 種類の伝導帯に属する電子の存在を明らかにし，これを第 2 章に述べているバンド構造に関する議論
と関連づけて考察している。





第 6 章では， Pb-oxide-CdSnAs 2 トンネル接合の4.2K における 6Tまでの高磁場中でのトンネル分
光スペクトルの測定法とその結果について述べている。報告されている Pb-oxide-InAs接合の場合と
の比較から， oxide-CdSnAs 2界面蓄積層内の表面量子化準位を発見し，第 5 章に提案している解析法
によりポテンシャルパラメータを求めている。

















導体である CdSnAs 2 について，単結晶製作技術の基礎を確立し，バルクおよび界面の電子的性能を解明
しており，電子工学の発展に寄与するところ大であるO よって本論文は博士論文として価値あるものと
認める。
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